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１．概要（Summary） 

窒化ガリウム（GaN）パワーデバイスは高出力化と高周

波化の双方で高い性能指数を持つことから、次世代省エ

ネルギー技術のキーデバイスとして注目が集まっている。

特に近年GaN基板の高品質化が進んだことで、高耐圧・

大電流用途の GaN 縦型パワートランジスタが作製可能と

なり研究開発が活発化している。ここで、より高耐圧な

GaN 縦型デバイスを実現するためには、GaN 表面をミク

ロン～サブミクロンオーダーの極細細線幅を持つトレンチ

形状に加工する技術が必要である。この極細細線を実現

するためには、i 線露光装置を用いたフォトリソグラフィー

技術が有用であると考えられる。 

本研究では、表面にSiO2膜が形成された低転位GaN

基板を用いて、i 線露光装置を用いたフォトリソグラフィー

実験を行い、フォトレジストの極細細線の開口実験とその

評価を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

i線露光装置 

 

【実験方法】 

試料は低転位n型GaN基板上にGaN層を結晶成長

させたのち、その表面に SiO2 膜を堆積させたものを用い

た。この試料にフォトレジスト塗布等の工程を行ったのち、

i線露光装置を用いて、露光時間やオートフォーカス距離、

ショット面積等を調節しつつ露光処理を行い、現像処理を

行ってフォトレジストの開口を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に試料上に形成したフォトレジストの光学顕微鏡

観察結果を示す。0.5、1、2、8 μmのフォトレジストの極細

細線の開口領域が左から順に縦に並んでおり、いずれも

開口できていることが確認できた。また今回、試料全体の

反りや試料表面のうねり等が、極細細線の開口に影響し

ている可能性が分かり、ショット面積を平方センチメートル

から平方ミリメートルオーダーまで変更して露光処理を行う

ことで、比較的ショット面積を小さくすることで、その影響を

抑えることが可能であることも分かった。今後、SiO2 開口

並びに GaN トレンチ形成実験とその加工形状の観察を

進めつつ、フォトレジスト開口形状がトレンチ加工形状に

与える影響を調べたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 OM image of photoresist on SiO2/GaN 

surface. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 
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